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ВЛИЯНИЕ ПОДЛОЖКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ МАССИВОВ 

НАНОСТРУКТУР ПРИ НАКЛОННОМ НАПЫЛЕНИИ 

 

Фаттахов И.С.1,*), Трушин О.С.1), Попов А.А.1), Мазалецкий Л.А.1) 
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В данной статье рассматривается влияние подложки на рост 

наноструктурированного кремния при наклонном напылении с 

вращением [1]. Показано, что подложка влияет на размеры зародышей, 

из-за чего в зависимости от подложки будут изменяться толщина 

наноструктур [2]. В качестве примера приведены СЭМ изображения 

скола наноструктур, полученных на кремниевой подложке (см. Рис. 1а) 

и на титане (см. Рис.1б).  

 

 
Рис.1 СЭМ изображения наноструктурированных пленок кремния на А) 

кремниевой подложке и Б) титановой фольге 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания НИЦ 

«Курчатовский институт» с использованием оборудования Центра 

коллективного пользования «Диагностика микро- и наноструктур». 
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